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(57) Abstract: A method for producing an antireflective layer on a substrate (10) is specified, comprising the method steps of’ -
creating a first nano structure (11) in a first material by a first plasma etching process, wherein the first material is the material of the
substrate (10) or the material of a layer (1) of a first organic material applied to the substrate (10), - applying a layer (2) of a second
material to the first nano structure (11), wherein the second material is an organic material, and - creating a second nano structure
(12) in the layer (2) of the second material by a second plasma etching process, wherein the second material has a greater etching
rate than the first material during the implementation of the second plasma etching process.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]



WO 20147202375 A1 W00V 00 0 00 0O

Es wird ein Verfahren zur Herstellung einer Entspiegelungsschicht auf einem Substrat (10) angegeben, umfassend die
Verfahrensschritte: - Erzeugung einer ersten Nanostruktur (11) in einem ersten Material mit einem ersten Plasmaétzprozess, wobei
das erste Material das Material des Substrats (10) oder das Material einer auf das Substrat (10) aufgebrachten Schicht (1) aus
einem ersten organischen Material ist, - Aufbringen einer Schicht (2) aus einem zweiten Material auf die erste Nanostruktur (11),
wobei das zweite Material ein organisches Material ist, und - Erzeugung einer zweiten Nanostruktur (12) in der Schicht (2) aus
dem zweiten Material mit einem zweiten Plasmadtzprozess, wobei das zweite Material bei der Durchfiihrung des zweiten
Plasma#tzprozesses eine groBere Atzrate als das erste Material aufweist.



